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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

© Hersteliung eines Tragereiementmoduls zum Einbau in Chipkarten Oder andere Datentragerkarten 

(S5) £s wird ein Verfahren zur Hersteliung eines IC-Moduls 
beschrieben, das aus einem dunnen Tragerelement (4) und 
einem darauf montiarten Halbleiter-Chip (2) besteht Dieses 
Verfahren erlaubt auch die Verwendung von IC-Bausteinen 
(2) besonders groSer Abmessungen (Makro-Chips) und 
grofier Typenvielfalt. Der Chip-Spritzpre&prozeB ist so dabei 
ausgelegt, da& eine minimale Bauhohe, ohne daB eine 
Nachbearbeitung erforderlich ist, erzielt werden kann und 
dadurch die kostengunstfge Oberflichenmontierung der 
Chips verwendet werden kann. Dieses erfrndungsgemaS 
hergestelite Modul liBt sich sowohi in flexiblen Schaltkreis- 
karten (Einsatz in z. B.: Fotoapparaten) als auch in Chip-Kar- 
ten verwenden. 

Das arfindungsgemaSe Verfahren weist dabei etnen ersten 
Schritt des Aufbringens des mindestens einen IC-Bausteins 
(2) auf das Tragerelement (4), einen zweiten Schritt des 
£ Kontaktierens des mindestens einen IC-Bausteins (2) mit 
dem Tragerelement (4) und einen dritten Schritt des Spritz- 
pressens einer SpritzpreSmasse (18) zur Ummantelung des 
IC-Bausteins (2) auf. 
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Beschreibung j st di e Herstellung von Massenartikeln mit hochster 

Speicherdichte wie Chipkarten und flexiblen Schaltkar- 
^ ten nicht mdglich. 

Gebiet der Erfindung 

c - . . ... . „ , , 5 Zusammenfassung der Erfindung 

Die Erfindung betnfft ein Verfahren zur Herstellung 

ernes Tragerelementmoduls. bestehend aus einem Tra- Es ist deshalb Aufgabe der Erfindung ein Verfahren 

gerelement und mindestens einem IC-Baustein (Chip) zur HersteUung von Tragerelem ntmodulen mit IC- 

msbesondere nut groBen Abmessungen (Makro-Chips), Bausteinen zu finden, die den Einsatz von Chips mit 

das vorzugsweise fflr den Embau in Chipkarten oder 10 groBen Abmessungen (Makro-Chips) ermfighcht 

andere Datentragerkarten vorgesehen ist Die Aufgabe der Erfindung wird geldst durch die Leh- 

„,,_... reentsprechenddesunabhangigenPatentanspruchsl. 

Stand der Techmk Das erfindungsgemafie HersteUungsverfahrens er- 

p. _ . „ .. , , laubt auch die Herstellung von Tragerelementmodulen 

Die m jungster Zeit fur die Infonnatiqnsverarbeitung t5 mit groBflachigen Chips (z. B. mit hoher Soeicherdichtel 

karten oder Telefonkarten) bestehen ubhcherweise aus wachsenden Anwendungsmaglichkeiten insbesondere 
einem em- oder mehrlagigen isolierten Tragerelement- der Chipkarten gefordert werdeTdS oTe MogS 

f C1 n Cr A ^y a ™ 1 W eines Tr L« e , r u f e " keit Mod^e mit kleiner und definierter Bauhdhe her- 
ments oder drauf aufhegend den mtegnerten Halblei- 20 stellenzukdnnen. 

ter-Schaltkreis (Chip) tragt Die Verwendung des SpritzpreBverfahrens mit einer 

^ST ^ ?*" 2* dC D n AuBeutontakten SpritzpreBmasse mit vorjegebenen j£££T£ 
c^JZS^ dC - , der Paten 5S hrift DE ' m& elkht durch die defiwerbare Formgestaltung der 

C-30 29 667 0ber eme Kontaktierungstechnik,demso- Chipummantelung bei dem SpritzpreBvoreane daB 
SSS 7 C M f n <- d "f ch ?f 1 [?^werden.Dazu * kleine und definite UvhBhtn^S^^ 
C^ZiZ A m n .f "^"^f d ^ C t ipS 5 B - ° ber feine Iumen reaJisiert we rden kdnnen. Dabfi gSrK 
T Kontaktflachen des Tragerele- die SpritzpreBmasse einen Schutz des Chips vor iSen 
mentsverbunden ("Cracks") und UmwelteinflQssen. 

if m mtC n r U u? - Pate - nt yS-A" 4 - 47 ^ ist als Auch lassen sich bei dem erfindungsgemaBen Verfah- 
i^^^^f^^J^^^^ 30 ren Tragerelemente bestehend aus etaemStor vor- 
Kontak^chen des Trigerelements das Tape Automa- zugsweise faserverstirkte Polymere, und einer metaUi- 
S«MK2 bekannt FOr die Kontaktiening des schen Kontaktebene verwend^ wobei de TaffSL 
SXZ ™ . J ,^ en . Verdrahtung enAalten die im wesentlichen auf dem Isolator aufsitzt und mit der 
Verdrahtungsmuster Kontaktfinger, die m Form einer Kontaktebene verbunden wird 

^S^f^S^T V n d f *> Die Verwendung eines Trennmittels mit vorgegebe- 

Cmpinneren gefflhrt werden. Der Chip wird dann. z. B. nen Eigenschaften ermfiglicht ein leichtes und schonen- 

^S^S^f^* f t m ^ diCSer deS Abl6sm der bei *» SpritzpreBvSreHnme- 

Kontaktfinger des Schaltkreises aufgebracht henden Anspritzstrtage von dem Tragerelement insbe- 

Erne weitere Moglichkeit der Kontaktiening ist mit- sowierewennduimefLenrSktepSSSa- 

tek plated through hole? (PTH) maglich. wie in der 40 tor verwendet werden. Das Tren^iS alslJlches 

UKPatentAnmeIdungGB2081 974 A beschrieben. macht damit die Verwendung voSachen uS k" 

G^TSvS SJ^T?? 1 ,'" ' SpritzpreBwerkzeugen mit einer seitli- 

£„ kt~1 Verwendung der als solche bekann- chen, auf dem Tragerelement gef tthrten, Anspritzung 

ten C4-Technik zur Herstellung einer elektrischen Ver- erst mfiglich, da ansonsten die Anspritzstficke auf deT 
bndungzwischene.nemIC.Bau«einunde^ 45 Tragerelementoberflache haften bleiben und bei dem 

element das fUr den Embau m Chipkarten oder andere erforderlichen AbtrennprozeB der Anspritzstacke die 

™?"*!" vorgestellt Dies er- Tragerelementoberflache b*schadigtwe^enfoma 

mdghcht erne hohe Integrationen des IC-Bausteins mit Eine KontrollmSgUchkeit zur Erkennune der erfol.?- 

2SS22 e S d h °, hen , A T hJ K ° ntaktierun « en «ich mit dem TrenLnttel SdSSSStiSS& 
zur Kommumkation des IC-Bausteins nut seiner auBe- so bereiche des Tragerelement kann durch die Verwen- 

m,! j 7' . u.- , „ dun 8 von einfarbbaren Treimmitteln erreicht werden, 

aJ?™J£tT C ™ e VOn J Cbjp ™ d Tra « er *" was zu e "»er Kontrastierung und damit entsprechend 

der Chm im Trager vergossen oder auf dem Trtger mit einfachen Erkennbarkeit der mit dem Trennniittel be 

emem OieUnarztropfen ummantelt urn Umgebungsein- netzten Bereiche fflhrt 

flQsse auszuschalten. Problematisch, insbesondere bei 55 Durch die Verwendung eines Klebers mit vorgegebe- 

der Herstellung yon Chips nut groBer Flache. hat sich nem Eigenschaftsproffl kann eine zuverlassigen Verbin- 

dabei jedoch die im wesenthchen konvexe Formgestal- dung zwischen dem Chip und dem Tragerelement er- 

tung der GieBharzummantelung erwiesen. Insbesonde- zielt werden. 

v "if-i d - r «T naDt ^ groBflachiger und damit im Die erfindungsgemafle Verwendung und Kombina- 

yerhaltnis Hohe zu Hache relativ flacher Chips zwingt M tion der geforderten Materialien erlaubt zudem einen 

die nach 1 dem Ausharten verbleibende konvexe und re- mdglichst kurzen ProzeBzyklus und einen einfachen, 

tattv undermierte Tropfenform zu einer Nachbehand- schnellen und Skonomischen ModulhersteUungsprozeJ 

lung z. B. durch Abschleifen urn kleinere Bauhdhen er- der komplett in einer Linie und ohne Zwischenschritte 

reichenzukonnen. ausgefuhrt werden kann. 

Allen bekannten Methoden zur Herstellung von Tr3- 65 

gerelementen fQr IC-Bausteine ist gemeinsam, daB sie Beschreibung der Zeichnungen 
Chips groBer Abmessungen (Makro-Chips) nicht oder 

nur mit groBem Aufwand verwenden kdnnen. Dadurch Zur naheren Erlauterung der Erfindung sind im fol- 
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3 „ u ,a\~ rf« Materials fQr den Kleber 14 darauf zu achten, daB 

genden Ausfuhrungsbeispiele mit Bezugnahme auf die ^ s M ^" ic a hende verarbeitungsdauer aufweist, 

Zeichnungenbeschrieben. . <w - Bes Verfah . dj e eventuell die elektrische Kontakuening mitein- 
F.g. 1 A- ID zeigen einerfmdungsgemaBw Vert aft InsbeS ondere muB ein vorzeiuges Aushfirten 

ren zur Hersteliung eines Tragerelementmoduis beste scngj ,m ^ Vertraglichkeit nut sich an- 
hendauseinemChipundememTragerelemenu 5 JJgkmte Temperaturschritten gewahrleistet se.n. 

Fig. 2 zeigt den Spritzpressvorgang in Draufsicht zu ^JJj^^ f st generell, ob die Anwendung 

der Darstellung aus den Fig. 1. ...... A kl » rf« Klebers 14 vor oder nach der elektnschen Kontak- 

Fig. 3 zeigt die Problematik der fehlerhaften Ablo- d« ^Klebm £ ^ & ^ ^ ^ ^ y 

sung der Anspritzkanile an einem Beispiel. "™ 5 ^bers 14 nach der elektnschen Kontaktie- 

t _ H „ Fr n n<lline rung die roechanische SubiUtit des MateriaWerbund 

Detaillierte Beschreibung der Erfindung des Tragerelementmoduis gttnstig beeinflussen ohne da- 

bestehtausemerauf einen kolatoreplan aufgebrach- Jgjmert" i ^A.chluBpunto uber feme 
ten Kontaktebene 8, wobei der Isolator 6 vorzugsweise Chips ^icn h 12 des Tra gerelements 4 

aus glasfaserverstarktem Epoxidharz oto»ta» 20 JJJlJg Aufbringen des Klebers 14 auf das 
starktem Polyimid besteht D ^ W^^f^Se iSSelement 4 isteswichtig darauf zuachtejdaB der 
einem weiteren Schritt in erne sogenaimte ^pkarte irage zwischen der Rfickseite 

(Smartcard) eingefugt, auf der Date* im^J "J g^ip. 2 und dem Tragerelement 4 hinaustritt An- 
bearbeitet werden kdnnen. Die £ „ cSsten besteht die Gefahr, daB bei einer in Fig. ID 

Tragerelements 4 diem f^^^™^ " JS5n und spater zu beschreibenden SpriupreBver- 
Chips 2 mit der AuBenwelt, z. ^""gSSSST kapselung des Chips 2 die SpritzpreBmasse durch den 
gerat, entsprechend den AnwendungenderCh ip karte. Kap 6 ^ m ^ ausreichend „ dem 
In Fig. 1A werden kreisrunde Durchbruche 10 in den M °".™ 1 . d 2U Abrissen kommen kann. 
Isolator 6 fur die spltere Verdrahtung des Chips 2 ge- gg^^JJ^ sich erzustellen, daB die Kon- 
stanzt AnschlieBend wird auf die Unterseite des Isda- 30 Gj™*"^ von | em Kleber 14 benetzt werden 

S& n « ^ die elektrische Kontaktiemng beemtra 

Danach erfolgt die elektrochemische de 35 Jg^^S^ALcta*. Heiztisch, Ota, 

leitenden ^^^^^^^A^ SS- oder HeiBluftofen, zur VorRxierung damit der 

mechanischverbunden werden sou. „,„«„.,„: i„ dem Ausfahrungsbeispiel nach Fig. 1C wird als 

Bei der Anwendung des Klebers " * ™ KontSru^verfahren das "wire bonding" gewahlt 

den zwischen den verschiedenen * k «^«J^. dS wenien die AnschluBpunkte des Chips 2, z. B. ei- 

tierungsmeghchkeiten von .Chip 2 » £»2vSS ^So Chip mit einer Flfiche von beispielswe.se 

ment 4, wie sie in einem sich ^ eBe " den n 3- 27?mm 2 , aber feine Metalldrahte 16 (z.B. Gold- oder 

rensschritt ausgefuhrt werden. Liegen f e AnschluB gSumdrahte) mit den Kontaktflachen des Trager- 

punkte von Chip 2 und Tragerelement ; 4 e^nderg^ Almmmu m « ^ Entsprechend kann jedoch jedes 

genOber. wie z. B. bei .^ A *g5^ C SJS* andere insbesondere eines der emgangs ± riauterten_ 

kommt einer mechamschen Subuisierung durcn ok Kontaktie rungsverfahren angewandt werden. 

Verwendung des Klebers 14 eme gennge re Bedeut ung 50 KomaK s ^ ^ bef5n(lli ch e n dttnnen Kle- 

zu oder sie kann sogar auch entfallen, da durch aie von ^ den Mchfo ,. 

Kon^kUerung bejeits eine T^SJjSw^ genden P^Xhrittehrdie unter anderem eine Ver- 

mechanische Verbindung zwischen Chip 2 : und Trager durch S p ritzpreS sen beinhalten, 

element4 erreicht werden kana Es sollte jedoch sicher kein e Erweichung mehr zeigt Ansonsten 

gestellt werden, daB in den Raum zwischer dera Ch^pJ ss J^™;^ bei 180 o C ablaufenden Spritzpres- 

und der Oberfiache des Tragerelemen^ 4 £h , eventteU k ^ n d ™ a 2 a verschoben wer den und dabei die Kon- 

sich anschlieBenden weiteren PrpMB^tten nwht ^ e un ^ en P des Chi ps2raitd em Tragerelement 4. z. B 

oder nur geringfugig ^ de ^, M . ate p n n ^l W S^^ her gebondete Al^Drahte, abreiBen. AuBerdem muB 

VerguBmasse, ungewollt emdnngen kann. Dies , kOnnte vornc g faiasenfrei der Raum zwischen Chip 
anso^ten zueinem Herabsetzenderj « 2 un^T^a^etement 4 homogen gefUUt sein, da bei der 

bilitat des Verbunds aus Chip 2 und Tragerelement 4 zur | un re B te mperatur von 180° C die Luf t in den m der 

Folgehaben. . .... . .„ • Kiebeschicht 14 mdglicherweise eingeschlossenen Bla- 

K 8 ann durch die Kontaktierung allem keme ^ausre^ ^SSSrDm ckerhohung fuhrt und somit der Chip 2 

chend feste mechanische Ve rbmdung^ zwischen Chip 2 senzu^ oder brechen kann . 

und Tragerelement 4 erreicht werde* ^oder soli « n ss ^^^^Ser Kleber 14wahrendder Aushar- 

mdgUches Eindringen eines ; unerwunschte^ LiSSS tuni keine flQchtigen Bestandteile (z. B. niedermoleku- 
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Zuverlassigkeit der Verbindung zwischen Chip 2 und keiter Form die vorzugsweise als Fertigungslinie auf ge- 

Tragerelement 4 ruckwirken konnen. Letztendlich mufl reihten ProzeBschritte. 

aber die Kiebeschicht 14 nach der Aushartung einen Bei dem SpritzpreSprozeB wie in Fig. 2 gezeigt, wer- 

gewissen Grad an ElastizitSt haben, da das Tragerele- den mit einem SpritzpreBvorgang jeweils acht TrSger- 

ment 4 mit den verklebten Chips 2 im Modulherstel- 5 elemente 20—34 gleichzeitig verkapselt Die Spritz- 

lungsprozeB mehrfach Biegebeanspruchungen ausge- preBmasse 18 stammt von einem PreBling und wird nach 

setzt werden kann (z. B. bei der Verarbeitung als End- kurzem Aufheizen Ober einen Verteiler 38 und dem an- 

losfilm in aufgerollter Form, wie in Fig. 2 zu sehen). geschlossene Anspritzkanaie 40 an das jeweilige Tr§- 

Bei Verwendung von Klebern mit FQlistoffen (z, B. gerelement 20—34 herangefuhrt Die Fflhrung der 

Keramikpartikeln) kann der thermische Ausdehnungs- 10 SpritzpreBmasse 18 wird dabei durch ein hier nicht dar- 

koeffizient des KJebers auf den Materialverbund aus gestelltes Werkzeug sichergestellt, das nach Beendi- 

Tragerelement 4 und Chip 2 eingestellt und damit auf gung des SpritzpreBvorgangs wieder entfernt wird. Da- 

StreBausgieich hin angepafit werden. AUerdings darf bei hartet das SpritzpreBmaterial 18 ebenfalis in den 

dann die KorngrdBenverteilung der Fullstoffpartikel AnspritzkanMlen 40 aus und bleibt nach Entfernen des 

den Wert der maximal erlaubten Schichtdicke des Kle- 15 Werkzeugs wie in Fig 2 dargestellt zurQck. 

bers, z.B. etwa kleiner als 150 um, nicht Qberschreiten, Wie in Fig. 2 ebenfalis zu sehen ist, wird die Spritz- 

datnit sich diese erforderliche Schichtdicke des KJebers preBmasse 18 in etwa seitlich von den Kanaien 40 an das 

14 auch erreichen laBt jeweilige TrSgerelement 20—34 herangefuhrt Dies er- 

Zum Schutz des Chips 2 gegen Bruch und Umweltein- laubt eine einfache und kostengflnstige Gestaltung des 

flOsse wird dieser mittels eines SpritzpreBprozesses 20 SpritzpreBwerkzeuges im Vergleich zu einer Heranfuh- 

("transfer moulding"), wie in Fig. ID gezeigt, verkapselt, rung der SpritzpreBmasse beispielweise von oben her- 

vorzugsweise bei einer Temperatur von etwa 180°G an. 

Das SpritzpreBmaterial 18 muB Qber die nachfolgend Die gewollt gute Haftung des SpritzpreBmaterials 18 

beschriebenen Eigenschaf ten verfugen: Das SpritzpreB- auf demTragerelement 4 wirkt sich aber dort sehr nach- 

material 18 muB eine hohe Biegefestigkeit(in etwa gra- 25 teilig aus, wo die Anspritzkanaie 40 fOr die Verkapse- 

Ber als 7 kp/mm 2 und vorzugsweise groBer als 13 kp/ lung des Chips 2 auf dem TrSgerelement 4 verlaufen und 

mm 2 ) und einen niedrigen thermischen Ausdehnungsko- mit diesem Kontakt haben, da sie nach dem Spritzpres- 

effizienten (in etwa kleiner als 50 x 10" 6 °C~ 1 und vor- sen wieder entfernt werden mussen. Die AblSsung der 

zugsweise kleiner als 17xl0" 6 °C~ l ) aufweisen, da AnspritzkanaMe 40 fQhrt zu enormen ProzeBproblemen 

dann der Materialverbund aus TrSgerelement 4, Chip 2, 30 und erschwert eine Verkapselung mittels der Spritz- 

SpritzpreBmasse 18 und eventuell KJeber 14 geringe preBtechnik. 

mechanische Spannungen aufbaut Mechanische Span- Fig. 3 zeigt die Problematik der f ehlerhaften Abld- 

nungen kdnnen sich ansonsten ungfinstig auf die Kon- sung der Anspritzkanaie 40 an einem Beispiel. Wahrend 

taktierungen, z. B. die Wire Bond-Anschlusse 16 auf der des fehlerhaften Abl6sens sind hier nicht nur die An- 

Oberseite des Chips 2, auswirken und die Zuverlassig- 35 spritzkanaie 40 entfernt worden, sondern es haben sich 

keit und Integritat des Moduls in Herstellung und Ge- auch gleichzeitig der untere linke und die beiden auBe- 

brauch negativ beeinflussea ren rechten Chipumhullungen mitabgeldst An den ab- 

AuBerdem darf das SpritzpreBmaterial 18 wahrend geldsten Stellen wird nun ersichtlich, daB mit dem ent- 

des Erkaltens nur geringfflgig schrumpfen, was durch fernten SpritzpreBmaterial 18 auch ein Teil des Isolators 

den Zusatz von FUUstoffen erreicht werden kann, da ein 40 6 unerwtoschterweise mitentfernt wurde. Dies erkennt 

zu hoher Schrumpf ebenfalis auf die Wire Bond- An- man deutlich an dem durch die Gewebeverstarkungent- 

schlflsse rflckwirkt Darflber hinaus ist eine mdglichst standene Musterung der Tragerelementoberfiachen. 

kurze Aushartezeit (vorzugsweise kleiner als eine Minu- Die so beschadigten Oberfiachen ermdglichen nun ein 

te) der SpritzpreBmasse 18 erforderlich, tun sehr kurze unerwunschtes Eindringen von Feuchtigkeit und ande- 

ProzeBzeiten bei der Modulherstellung zu erreichen. 45 ren Partikeln, die zu einer Korrosion und damit zum 

Weiterhin mufl das SpritzpreBmaterial 18 flammbestan- Ausfall der Chipfunktionen f Qhren kdnnen. Dabei ist zu 

dig sein und ein gute Haftung zum Chip 2 und dem bemerken, daB fur die Beeintrachtigung der Funktions- 

Tragerelement 4 aufweisen. fahigkeit des Chips 2 in erster linie nur die Beschadi- 

Um den Chip 2 vor Korrosion zu schfltzen, darf das gungen beim AbriB der Anspritzkanale 40 eine Rolle 

SpritzpreBmaterial 18 nur wenig Feuchte (vorzugsweise 50 spielen, da durch eine entsprechende Kraftwirkung ent- 

kleiner als 1% nach 48 h Kochwasserbehandlung) auf- gegen der beim AbriBvorgang wirkenden Krafte ein 

nehmen. Das kann sichergestellt werden, wenn eine ge- unerwQnschtes Ablosen der ummantelten Chips 2 leicht 

eignete, vernetzbare SpritzpreBmasse 18 eingesetzt verhindert werden kann. 

wird. Um eine Beschadigung der Oberfiachen zu vermei- 

Rg. 2 zeigt den Spritzpressvorgang in Draufsicht zu 55 den, wird in einer Ausfuhrungsform der Erfindung vor- 

der Darstellung aus Fig. 1. Bei der hier dargestellten geschlagen, die Oberflache des Endlosfilms 36 bzw. der 

AusfOhrungsform des erfindungsgemaBen Herstel- Tragerelemente 20—34 zumindest dort, wo die An- 

lungsverfahrens werden die Tragerelemente 20-34 als spritzkanaie 40 auf der Oberflache der Tragerelemente 

Endlosfiim 36 prozessiert, der anschlieBend in einzelne 20—34 verlaufen, mit einem Trennmittel zu passivieren. 

Chip-Tragerelement-Module getrennt wird. Der End- eo Solche Trennmittel mussen unter den Bedingungen des 

losfilm 36 besteht, entsprechend obigen Erlauterungen SpritzpreBprozesses ihreTrennmitteleigenschaften bei- 

aus dem Isolator 6, einem dunnen Epoxid-Glasgewebe* behalten, d h. insbesondere thermisch stabil sein. Des- 

film, und der metallischen Kontaktebene 8. Dabei sind in weiteren durf en geeignete Trennmittel auch unter Pro- 

dieser Darstellung durch den nahezu transparenten Iso- zeBbedingungen nicht fluchtig sein, um eine unkontrol- 
lator 6 die Kontaktebenen der Tragerelemente 20—34 65 lierte Verteilung auf der Trageroberflache auszuschlie- 

zu sehen. Der Endlosfiim 36 kann zwischen der Prozes- Ben. 

sierung der einzelnen Schritte vorzugsweise auf eine FQr eine dkonomische Verwendung des Trennmittels 

Rolle aufgewickelt werden und durchlauft in abgewik- und insbesondere fQr eine "online" Anwendung, d. h. ei- 
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ne Anwendung wahrend des HereteUungsprozesses 

Serfan Prozelverlauf. ist : es ebenso erforterhcMjB 

das Trennmittel schncU auf der TrtgetoberfUche fbnert 

bzw. vernetzt werden kann. da ansonsten uner^schte 

Wartezeiten oder Diskontinuitaten wahrend des Pro- s 

zeBablaufesauftretenkonnen. .. .. 

AlsTrennmittel eignensich generellOrganosdwe ™ 

niedriger Oberflachenspannung. wie z. B. 0^0™°- 
S oder Alkyl- und Arytalkoxysilane. Unter d.esen 
OrgaJosUanen haben sich ais vorteilhaft fQr erne erhn- 10 
dungsgemaBe Verwendung erwiesen: Phenyltnmethox- 
ysilaV Phenyltriethoxysilan. Phenyltnchlorsda* .M - 
rtyltriethoxysilan, MethyltrimeAoxysilan, Tropyltnme- 
thoxysilan, EthyltrichlorsUan, Ethyltrunethoxysdan, D - 
phenyldiethoxysilan, Dimediyldichlorsilan . Dtm«Jg; >* 
diethoxysUan, Perfluorooctylmethoxysilan, DimeWdi- 
methoxysilan, Triphenylethoxysilan. Triphenylethoxysi- 
lan, DodecyltriemoxysUaa oder dergleichen. 

Die genannten Trennmittel k6nnen als solche insbe- 
sondere bei einer Application separat vora Modulher- 20 
stellungsprozeB, oder vorzugsweise auch in Form von 
Losungen oder Emuisionen in Konzentrationen ab etwa 
0,005 Gewichtsprozent appliziert werden. Es _sollten 
maglichst leichtflQchtige Losungsmittel ^e-Ethanol. 
Methanol, iso-Propanol, Wasser, Aceton, Methylethyl- a 
keton, Methylenchlorid, Dioxan etc oder Mischungen 
derselben, insbesondere mit Wasser. verwendet werden. 
Zur besseren Steuerung der Reaktmtat der ".gew^d- 
ten Trennmittel und zur Verbesserung der Stebihtat der 
Losungen kOnnen derTrennmittelfluss.gkeit auch Kata- 30 
lysatoren, z.B. Essigsaure oder Salzsaure, zugesetzt 

W Die n Beschichtung des Tragerelements 4 mit dem 
Trennmittel bzw. deren Losungen kann durch geeignete 
Methoden wie z. B. Drucken. Pinseln. Aufstreichen oder 35 
Schreiben mit einem Filzstift erfolgen und auf einfache 
Art und Weise auch automatisch angewandt werden. 
DieTrcwknungbzw.AushartungderTreiuuTtittelschicht 

muB fflr das jeweUs verwendete Trennmittel bzw. die 
eewahlte Verfahrensweise optimiert werdea Die Appli- 40 
Lion und Trocknung/Hartung des Trenmnrttels fcmn 
sowohl "off line", das heiBt separat vom Modidherstel- 
lunTsprozeB, als "auch "in line" erfolgen das taft wih- 
rend des ModulhersteUungsprozesses. Wird das Trenn- 
mittel "in Une" appliziert, ergibt sich die Mdg^hkeit, d« 45 
Trocknung/Hartung siraultan mit der Aushartung des 
Klebers 14durchzufflhren. 

Zur besseren Erkennung der mit dem Trennmittel 
beschichteten Oberfiachenbereiche kann der Trennmit- 
tellosung oder -emulsion ein thermisch ausreichend sta- 50 
biler Farbstoff in geeigneter Konzentrato zugesetzt 
werden. Dafflr eignet sich beispielswe.se Methylenblau, 
das z. B. in einer Konzentration von 0,t bis 3 0 Gewichts- 
prozent Oder vorzugsweise 0,5 bis U Gewichtsprozent 
verwandt werden kana 55 

Z folgenden ist ein erfindungsgemafles AusfOh- 
rungsbeispiel fiir die HersteUung ernes iModuls beste- 
hend aus dem Tragerelement 4 mit dem Chip 2 gegeben. 
Das Verf ahren kann sowohl fQr ein einzelnes Tragerele- 
ment 4 oder far eine Vtelzahl von Tragerelementen 6 o 
20-34 auf dem Endlostrager 36 angewandt werden und 
beinhaltetdieSchritte: 

11 HersteUung des dQnnen Tragerelements als ein- 
zelnes Tragerelement 4 oder als Tragerelemente 65 
20-34 auf Endlosfilm 36, bestehend aus fasemr- 
starktem Polymermaterial (z. B.: Epoxidharz, Poly- 
imid, Polycyanatester, BT Harz) versehen mit einer 



Cu/Ni/Au - Kontaktebene 8 auf der Unterseite 
und metaUischen Kontaktfiachen 12 an der Ober- 
flache 

2) Auftragen des Trennmittels auf die Oberfiache 
des Tragerelements 4, 20-34. Der Auffrag des 
Trennmittels erfolgt mit einem handelsublicnen 
und mit dem Trennmittel getrankten Schreiber, wie 
2. B einem Filzstift, auf die Oberfiachenbereiche 
oder Teile davon, auf denen spater die Anspntz- 
stringe fiir die Verkapselung des Chips 2 verlauf en. 
Als Trennmittel wird eine 5%-ige Ldsung von Phe- 
nyltrimethoxysUan in einer Ethanol/Wasser Mi- 
schung (95/5) verwendet ^, _ R 
Zur besseren Erkennung der behandelten Oberfia- 
chenbereiche wird der Losung als Farbstoff Methy- 
lenblau zu 1% zugesetzt Die Trocknung/Hartung 
des Trennmittels erfolgt bei den unter 3.) beschne- 
benen Parametera 

3) Verkleben des Chips 2 nut einem Epoxidkleber, 
kurzes Infrarot-Vorharten zur Fixierung und etwa 
1 Minute Ausharten im Ofen bei einer Temperatur 
vonl80°C 

4) Kontaktierung des Chips 2 mit der AuBenver- 
drahtung unter Verwendung von 32 urn dicken 
Aluminium-Drahten 16 anhand der "wire 
bond'-Technik. „ . 0 

5) Verkapseln des Chips 2 mit einem SpntzpreBver- 
fahren unter Verwendung der SpritzpreBmasse ia 

6) Entf ernen der Anspritzkanale 40. 

[7) Ausstanzen der Tragerelemente 20 -34 aus dem 

Endlostrager 36.] 

8) Einbau in die Chipkarte. 

Patentanspruche 

1 Verfahren zur HersteUung eines Moduis beste- 
hend aus einem Tragerelement (4) und mindestens 
einem IC-Baustein (2) zum Einbau in Chipkarten 
oder andere Datentragerkarten, mit: 
einem ersten Schritt des Aufbringens des minde- 
stens einen IC-Bausteins (2) auf das Tragerelement 
(4V 

einem zweiten Schritt des Kontaktierens des min- 
destens einen IC-Bausteins (2) mit dem Tragerele- 
ment (4); 

gekennzeichnet durch 

einen dritten Schritt des Spriupressens einer 
Spritzpressmasse (18) zur UmmanteUung des IC- 
Baustein (2). - 
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Tragerelement einen Isolator (6), 
vorzugsweise faserverstarktes Polymer, und eine 
Kontaktebene (8) aufweist, wobei der IC-Baustein 
(2) im wesentlichen auf dem Isolator (6) auf sitzt und 
nut der Kontaktebene (8) verbunden wird. 

3 Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB vor dem dritten Schritt ein 
Schritt des passivierens des Tragerelements (4) an 
den Stellen, an denen eine Haf tung der Spritzpress- 
masse (18) mit dem Tragerelement (4) nicht ge- 
wunscht ist, ausgefQhrt wird. 

4 Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Passivieren des Tragerelements 
(4) mit einem Trennmittel ausgefQhrt wird, das Or- 
ganosilane mit niedriger Oberflachenspannung, ins- 
besondere Organofluorosilane oder Alkyl- und 
Arylalkoxysilane, Phenyltrimethoxysilan, Phenyl- 
triethoxysilan, Phenyltrichlorsilan, Methyltnethox- 
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ysilan, Methyltrimethoxysilan, Propyltrimethoxysi- 
lan, Ethyltrichlorsilan, Ethyltrimethoxysilan, Diphe- 
nyidiethoxysilan, Dimethyldichlorsilan, Dimethyl- 
diethoxysilan, Perfluorooctyltrieth xysilan, Dime- 
thyldimethoxysilan, Triphenylethoxysilan, Triphe- 5 
nylethoxysilan, Dodecyltriethoxysilan, oder der- 
gleichen aufweist 

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Trennmittel als solches oder in 
Form von Ldsungen oder Emulsionen in Konzen- 10 
trationen ab etwa 0,005 Gewichtsprozent appliziert 
wird, wobei leichtflQchtige Ldsungsmittel wie vor- 
zugsweise Ethanol, Methanol, iso-Propanol, Was- 
ser, Aceton, Methyiethylketon, Methylenchlorid, 
Dioxan eta oder Mischungen derselben, insbeson- 15 
dere mit Wasser, verwendet werden. 

6. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprtt- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die Spritzpress- 
masse (18) eine hohe Biegefestigkeit (in etwa grd- 
Ber als 7kp/mm 2 und vorzugsweise grdBer als 20 
13 kp/mm 2 ), einen niedrigen thermischen Ausdeh- 
nungskoeffizienten (in etwa kleiner als 50xl0~ 6 
°C~ I und vorzugsweise kleiner als 17xl0~ 6 
°C" *), eine moglichst kurze Aushartezeit (vorzugs- 
weise kleiner als eine Minute), Flammbestandigkeit 25 
und eine gute Haftung zu dem IC-Baustein (2) und 
dem Tragerelement (4) aufweist, wahrend des Er- 
kaltens nur geringf ugig schrumpft und nur wenig 
Feuchte (vorzugsweise kleiner als 1% nach 48 h 
Kochwasserbehandlung) aufnimmt 30 

7. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprfl- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB vor dem dritten 
Schritt ein Schritt zur Erhflhung der Haftung des 
mindestens einen IC-Bausteins (2) auf dem Trager- 
element (4) und/oder der mechanischen Stabilisie- 35 
rung des Materialverbunds, mindestens bestehend 
aus dem IC-Baustein (2) und dem Tragerelement 
(4),vorgesehenist 

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Erhdhung der Haftung des minde- 40 
stens einen IC-Bausteins (2) auf dem Tragerele- 
ment (4) und/oder der mechanischen Stabilisierung 
des Materialverbunds durch ein Haftmittel (14) be- 
werkstelligtwird. 

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 45 
zeichnet, daB das Haftmittel (14) bei den nachfol- 
genden ProzeBschritten keine Erweichung mehr 
zeigt, blasenfrei ist, wahrend der Aushartung keine 
fluchtigen BestandteOe (z.B. niedermolekulare 
Substanzen) freisetzt und nach der Aushartung ei- 50 
nen gewissen Grad an Elastizitat habt 

tO. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB dem Haftmittel (14) Fullstoffe, vor- 
zugsweise Keramikpartikel, zugesetzt werden zur 
Einstellung des thermischen Ausdehnungskoeffi- 55 
zienten des Haftmittels (14) auf den Materialver- 
bund aus Tragerelement (4) und IC-Baustein (2). 
11. Verfahren nach einem der vorstehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB die Trager- 
elemente (20*34) auf einem Endlosfilm (36) aufge- eo 
bracht sind und nach Beendigung des Verf ahrens in 
einzelne Tragerelement (4) zerlegt werden. 
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Abstract 



PCT No. PCT/EP95/02150 Sec. 371 Date Jan. 31, 1997 Sec. 102(e) Date Jan. 31, 1997 PCT Filed Jun. 6, 1995 PCT Pub. No. 
WO96/04611 PCT Pub. Date Feb. 15, 1 996Described is a method for manufacturing of carrier element modules of a thin carrier 
element (4) and a thereon mounted semiconductor chip (2). This method renders possible the application of chips (2) with great 
dimensions (macro-chips) and a wide variety of different types. A chip transfer moulding process is designed so that a minimised 
heigh t-without the need for reworking-is achievable, and therefore a less costly surface mounting of the chips can be applied. The 
manufactured module according to the invention can be used as well as in flexible circuit boards (e.g. for cameras) or in chipcards. 
The method according to the present invention has a first step of putting the at least one IC (2) onto the carrier element (4), a 
second step of contacting the at least one IC (2) with the carrier element (4) and a third step of transfer moulding a transfer 
moulding compound (18) to encapsulate the IC (2). 
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